
1

1. 概述

DH481TD 是一款基于混合信号 CMOS 技术的全极型霍尔效应传感器，这款 IC 采用了先

进的斩波稳定技术，因而能够提供准确而稳定的磁开关点。

   在电路设计上，DH481TD 提供了一个内嵌的受控时钟机制来为霍尔器件和模拟信号处理

电路提供时钟源， 同时这个受控时钟机制可以发出控制信号使得消耗电流较大的电路周期性的

进入“休眠 ”模式； 同样通过这个机制，芯片被周期性地“唤醒”并且根据预定好的磁场强度

阈值检测外界穿过霍尔器件磁场强度的大小。如果磁通密度高于“工作点”阈值或者低于“释放

点”阈值，则开漏输出晶体管被驱动并锁存成与之相对应的状态。而在“休眠”周期中，输出

晶体管被锁定在其先前的状态下。在电池供电应用中，这种设计对于延长工作寿命提供了最好

支持。

DH481TD 的输出晶体管在面向封装标示一面存在一定强南极或北极磁场时被锁定在开

(BOP)状态，而在无磁场时锁定在关(BRP)状态。

2. 特点

 微功耗电池供电应用

 全极性的输出开关

 低灵敏度直接簧片开关的替代应用

 稳定的斩波放大

3. 应用

 固态开关

 无绳手机提醒开关

 共享电源检测开关

 低占空比替代簧片管的磁传感开关

4. 典型应用电路 5. 功能框图
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6. 内部时钟电路（VDD =2.75V）
Current

IAW

IAVG

ISP

Period

Sample &
Output

Sleep TSL: 70ms
Awake TAW: 170μs

0 Time

7. 管脚定义

48xxx
xxxxx

UA 引脚编号 SO引脚编号 名称 类型 功能

1 1 VDD 电源 电源电压引脚

3 2 OUT 输出 开漏极输出引脚

2 3 GND 地 接地引脚

8. 极限参数

参数 符号 参数值 单位

电源电压（工作时） VDD 7 V

电源电流 IDD 5 mA

输出电压 VOUT 7 V

输出电流 IOUT 10 mA

工作温度范围 TA -40 ~ 125 ℃

储存温度范围 TS -50 ~ 150 ℃

静电击穿电压 - 6000 V

注意：应用不要超过最大额定值，以防止损坏。长时间工作在最大额定值的情况下可能影响器件

的可靠性。
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9. 电学特性

直流工作参数：TA = 25℃, VDD =5 V

参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位

工作电压 VDD 工作时 3 5 5.5 V

电源电流 IDD 平均值 7 μA

输出电流 IOUT 1.0 mA

饱和压降 VSAT IOUT=1mA 0.4 V

唤醒模式时间 TAW 工作时 50 μS

休眠模式时间 TSL 工作时 40 70 mS

10. 磁场特性

测试条件：TA = 25℃, VDD = 5 V

参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位

工作点
A BOP +/-90 +/-120 +/-130 Gs

释放点
A BRP +/-40 +/-75 +/-100 Gs

磁滞 BHYS 30 45 60 Gs
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11. 静电保护

根据Mil. Std. 883F method 3015.7做静电等级的人体模型测试：

参数 符号
临界值

单位 备注
最小值 最大值

防静电电压 VESD ±4 kV

12. 独特特性

 安装提示

考虑到 Hall IC 以及磁材料的温度系数，气隙以及生命周期变化，在波峰焊接的时候要注意

应用温度范围。典型的红外焊料回流简介：

 不要快速加热或冷却

 建议在加热到最高温之前先在150℃温度下预热两分钟。

 建议在软熔达到最大值之前先在240℃温度下软熔5秒。

13. 封装

13.1 SOT-23-3L 封装

Top View
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Side View
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Notes:
1）. 测量单位：mm；

2）. 引脚必须避开 Flash 和电镀针孔；

3）. 不要弯曲距离封装接口 1mm 以内的引脚线；

4）. 管脚： 脚 1 电源

脚 2 输出

脚 3 地

Marking:
48E – 器件型号（DH481TD）；
ww – 生产批次；

End View
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SOT-23 封装 Hall 器件位置

Bottom View of SOT-23 Package

3

0.56
0.66

2

1.50
1.40

13.2 TO-92 封装

45° ± 1°

4.0 ± 0.02

48xxx
xxxxx

2

1.27

2.00

1.5

3

Sensor Location

Active Area Depth: 0.84(Nom)

3° ± 1°

Notes:
1）. 测量单位：mm；

2）. 引脚必须避开 Flash 和电镀针孔；

3）. 不要弯曲距离封装接口 1mm 以内的引脚线；

4）. 管脚： 脚 1 电源

脚 2 地

脚 3 输出

Marking:
48xxx – 器件型号（DH481TD）；

XXXXX – 生产批号；
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